
GISCHSRE Lichtenitterdioden VQ A 1 7‘ 21 3‘Z 47 

uun m or 

Die Li.chtgmitterdioden VQA 17 sind rotstrahlende GaAsP/GaP-Dioden, 

VQA 27 grünstrahlende GaP-Dioden, VQA 37 gelbstrahlende GaAsP/GaP=- 

Dioden und VQA 47 orangestrahlende GaAsP/GaP-Dioden in diffuser 

eingefärbter Allplast-Linsen-Verkappung mit 3 mm Durchmesser, 

Die Dioden sind vorwiegend für den Einsatz als Anzeige- und 

Kontrollelement in Geräten und Anlagen vorgesehen., 

Unter der Annahme einer konstanten Ausfallrate beträgt die 

Lebensdauererwart ‚bei mittleren Betriebsbedingungen hypothe- 

tisch mindestens 107 Stunden, 

Kenngrößen bdei w = 25 % min. typ. max. 
Lichtstä.rke1>2)3) . 
bei IF = 10 mA VQA 17,37,47 Iv 0,4 - - med 

VQA 17,37,47 A L, 04 — -  med 
VQA 17,37,47 B I 06 - mca 
VQA 17,37,47 0 1, 09 - -  mcd 
VQA 17,37,47 D I, 1,35 = - med 

VaA 17,27,37,47 B L, 2,0 - - mecd 

VQa 27 L 1,35 - - ucd 

* VoA27P 1, 3;0 — -  med 
& VQA 27 G I‘v 4,5 - - med 

VoA27H L, 6,8 - - mecd 

Va 271 Iv 10,1 - - ned 

Durchlaßgleichspannung yoA 17 U - 4,9 ä Y 
bei Ip = 10 m4 VQa 27,37,47 U£ * i 2:0 ] 7 

Sperrgleichstrom 
Ddei UR = 5 V IR - - 100 /uA 

1jöffnnngewinkel bei der I-Messung 15° * 3° 

2)innerhalb einer Verpackungseinheit (® 1000 Stück) beträgt die 
Gruppenbreite, ausgenommen ungruppierter Grundtyp und licht- 

stärkste I -Gruppe, bezogen auf I min 2 
3>]I>ie Kennzeichnung der Lichtstärkegruppe befindet sich nur auf 

der Verpackung 
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) E, VOA17,27.37.47 s / % N . eliectronNiIicC 
, ® 

“ e min, max. 

Wellenlänge des Maximums 
der spektralen Zmission 

rote Diode Alnax 625 645 nn 

grüne Diode Agese 555 570 nm 

gelbe Diode Ähax 580 600 nn 

orange Diode Aa 600 620 nmn 

Spektrale Strahlungs- 
bandbreite 47t0-5 - 40 D 

’ - 

Reduktionskoeffizient des 
Durchle.ßgle:l.chstromes 
dei, .9 = 55 bis 85 % 'TKIF - 0,67 mA/K 

Reduktionskoeffizient des i 
relativen Spitzendurchlaß- 
strone: $ i 
bei s 55 bis 85 *C "TKIFRM - 2,22 %/K 

Temperaturkoeffizient der 
— relati en L1chtsta.rke - . 

bei = 25 bis 85 % -'1‘KIv - 1,0 Z/X 

> 
Grenzwerte 

Durchlaßgleichstrom z ® 
bei 4 = -25 dis 55 ° Ip - 30 mA 

Spitzendurchlaßstzrom‘° 
periodischer 
bei Yn = -25 bis 55 9 Ippu - 100 mA 

. a 
Sperrgleichspannung 
bei dı = -25 dis 85 ° U - 5 Y 

® C 
Betriebstenperaturbereich 19'a =25 85 (9] 

Lagerungstemperaturbereich "9‘Btg =50 50 % 

2 '100/18‚ %T = 4 ı 10; abweichende Tastverhältnisse nach 

\Iersinbarung zwischen Hersteller und Anweßäder 
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— VOA17,27.3747 

n D
 

8 
$ 

E S 
® 

Imin 

24
14
1 

Masse 012 56 - 

Standard TIGL 39723 

Einsatz auf Leiterplatten nach TGL 25016/05
 (NIXL) und 

TCL 25016/01 (DEL) mit'l;ogpdumhmesser 0,9° zulässig.
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VOA17,27,37.47 EieenGniE 
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VOQA17,27,37.47 electronic 
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VQA 17,273747 electronic 

.10* 

L
u
#
€
h
0
‘
i
 

n
 

“
 
G
Q
 
S
 

w“
 
r
+
u
o
m
 
S
 

-
 

107 

Ya 37 

6/11.82 

VEB { LYEAKEUR EERNERELEKTOUIK BakUum KD 
OLG 1-126-77-DDR 1-19-1 S 1389 



electronNic VQA 17,27,3747 
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VOA17,27,3747 - E 

1,05 | 

'\)’; (Ja:25 'c)=fw°) 

1,00 P 

0,95 

°.Üo 10 20 30 60 50 60 70 ° 980 85 

FQA 417, 27, 37, 47 
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eiectronic . VOA17,27.37.47 

1 2 4 6810° 2 4 68101 2m 4 68# 
IE—A— 

VQA 17, 27, 37, 47 
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VQA 17,27,3747 electOoNIC 

103 —a 
R IF;R/‘1=HT) H 

3 HHH —— ; H 
ä i LLL s 1111 L {{{ 

i ia F /FRM ( | \ H | | 

’081 _i j w e ‘7„. A L ; 

Ö IS 

3 ! aa 

w} 2 34680° 23468072 346580° 
P a 

Impulsbelastungsdiagramm 

VQA 17, 27, 37, 47 
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eiectronic_ - I . VQA17,27,3747 

1 

" e —_ f 
Y max 

08 

1 
— 04 

02 

ör 
600 620 6%0 660 nm 680 

normierte spektrale Emission 

VQa 17 
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VOA17,27,37.47 eiectroNiIC 

I \ 7 max=flmh 

hormierte spektrale Emission 

VQA 27 
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etiectronic VOA17,27,3747 
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YQA _ 37 

a A 

0,2 7 \ 

x 

550 570 590 610 nm 630 
A —e 

normierte spektrale Emission 
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VOA17,27,37.47 eilectronic 
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VOA17,27,37.47 

Informationshinweise_zur Lichtstärkekennzeichn: 

eleCcHOoNIC 

Die Kennzeichnung der Lichtstärkegruppe befindet sich nur auf 

der Verpackung. 

8011 die Information zur Lichtstärkegruppe auch nach der Mon- 

tage der Dioden z.B. auf Leiterplatten erhalten bleiben, wird 

zur Kennzeichnung = sofern nicht direkt die Buchstaben ver- 

wendet werden können = die Farbcodierung wie nachfolgend 

angegeben auf den Leiterplatten empfohlen,. 

Licht—- | Grund= 
stärke=| typ A :3 c D E F 
gruppe 
Farb- - rot | schwarz | grün | gelb | blau | weiß 
punkte 

G E 

‚braun | orange | 2 x 
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